
产品简介

950 V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET 
PFC和反激拓扑结构的理想选择

›› 一流的FOM RDS(on) Eoss；›
降低的Qg、Ciss和Coss
›› 一流的450 mΩ DPAK RDS(on)
›› 一流的3 V VGS(th)和最小的›
± 0.5 V VGS(th) 变化
›› 集成齐纳二极管ESD›
达到2级(HBM)保护
›› 一流的品质和可靠性

›› 与CoolMOS™ C3相比，效率可提高
1%，MOSFET温度可降低2°C至10°C
›› 实现更高功率密度设计、物料成本节
省和更低的装配成本
›› 易于驱动和设计导入
›› 通过减少与ESD相关的故障来提高
产量
››  减少生产问题，减少退货

主要特征

主要优势

最新的950 V CoolMOS™ P7技术专注于低功率SMPS市场，旨在满足高压MOSFET领域
不断增长的消费者需求。这款全新的P7系列产品适用于各种应用，从照明、智能电表、手
机充电器、笔记本适配器到AUX电源和工业SMPS 。 新型950 V CoolMOS™ P7系列比其
前代产品900 V CoolMOS™ C3提供高50 V的阻断电压，在效率、热性能和易用性方面表
现出色。

与所有其他P7系列产品一样，950 V CoolMOS™ P7系列也配有集成的齐纳二极管ESD保
护。 该集成二极管显著提高了ESD稳健性，从而降低了与ESD相关的产量损失，并达到了
极高的易用性水平。 CoolMOS™ P7采用一流的3 V VGS(th)和仅±0.5 V的偏差，使得它很
容易驱动和实现设计导入。

凭借20多年的超级结技术经验，英飞凌推出具有一流DPAK导通电阻(RDS(on))的950 V 
CoolMOS™ P7。 此SMD器件的RDS(on)为450 mΩ - 与最接近的竞争产品相比，RDS(on)降低
了60%以上。 如此低的RDS(on)值可实现更高密度的设计，同时降低BOM和装配成本。

www.infineon.com/950v-p7
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客户优势：
›› 可以从引线封装转为›
SMD封装
›› 高功率密度
›› 降低BOM成本
›› 生产成本更低
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ANY INFORMATION GIVEN HEREIN SHALL IN NO EVENT BE  
REGARDED AS A WARRANTY, GUARANTEE OR DESCRIPTION OF 
ANY FUNCTIONALITY, CONDITIONS AND/OR QUALITY OF OUR 
PRODUCTS OR ANY SUITABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF OUR 
PRODUCTS, WE KINDLY ASK YOU TO REFER TO THE RELEVANT 
PRODUCT DATA SHEETS PROVIDED BY US. OUR CUSTOMERS AND 
THEIR TECHNICAL DEPARTMENTS ARE REQUIRED TO EVALUATE  
THE SUITABILITY OF OUR PRODUCTS FOR THE INTENDED  
APPLICATION.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THIS DOCUMENT AND/OR 
THE INFORMATION GIVEN HEREIN AT ANY TIME.

Additional information
For further information on technologies, our products, the  
application of our products, delivery terms and conditions  
and/or prices, please contact your nearest Infineon Technologies  
office (www.infineon.com).

Warnings
Due to technical requirements, our products may contain  
dangerous substances. For information on the types in question, 
please contact your nearest Infineon Technologies office. 

Except as otherwise explicitly approved by us in a written  
document signed by authorized representatives of Infineon  
Technologies, our products may not be used in any life-
endangering applications, including but not limited to medical, 
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can result in personal injury.

产品简介

950 V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET 
PFC和反激拓扑结构的理想之选

RDS(on)

[mΩ]
TO-220 FP IPAK LL DPAK SOT-223 ESD 保护级别

HBM CDM
3700 IPU95R3K7P7 IPN95R3K7P7 1C (> 1 kv)

C3级 (> 1 kv)
2000 IPU95R2K0P7 IPD95R2K0P7 IPN95R2K0P7

2 (> 2 kv)
1200 IPA95R1K2P7 IPU95R1K2P7 IPD95R1K2P7 IPN95R1K2P7
750 IPA95R750P7 IPU95R750P7 IPD95R750P7
450 IPA95R450P7 IPU95R450P7 IPD95R450P7

产品系列*

与竞争产品相比，950 V CoolMOS™ P7具有同类最佳的效率和热性能。在90 VAC下的 40 W适配器参考设计中即插即用，采用无缓冲
器概念，与同类竞争技术相比，具有高达0.2%的出色效率增益，并可将MOSFET温度降低高达5.2°C。
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* 针对PFC和反激拓扑结构的优化设计


